zavislost logaritmu proudového zesileni
na logaritmu kolektorového proudu:
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* odvozeni smérnice charakterizujici zesileni
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* odvozeni smérnice charakterizujici zesileni

pi1 proudech tranzistorem
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Vystupni charakteristiky tranzistoru a
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zavislost bazové rezistance
tan kb — kb
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verze programu PSpice

1y =kiky (g —TBm )+ TBm
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kvazisaturaci lze definovat jako zvlastni méd ¢innosti tranzistoru
- vnitini prechod baze-kolektor se otevira, zatimco vnéjsi prechod
baze-kolektor ziistava uzavren
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* proud v oblasti (Kull)
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Dynamicka ¢ast modelu



Dynamicka ¢ast modelu
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Dynamicka ¢ast modelu
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